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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Halbleiterbauelennent 

@ Bei einem HalbleiterbaueJement mit einem aus mehre- 
ren Schichten ayfgebauten Bauelementkorper weisen die 
auf einem thermischen Sillciumoxid (2) angeordneten 
Pads (3} eine Nickelschicht (4) auf. 
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Beschreibung 



Erandu.. b^nfft e. ^^^^ 
nen, aus TT.ehrwen ^'^^^ist auf welcher lei 

nSpaC werden allgemein Anscb^B^^SJS^" 
des Halbleitfirbauelements (Chips) nut anacre 

Un> die An«*l"^!f*>!° S^sSg Sr Pads auf 
die enisprechende Mo°^^^„^'t, ■ ^.i^her die Verbin- 

Tcmpcraiur gcschaflcn wird, ™" . jj, der Form 
rcn bcfinden. Als wei.ere M°ntagetechmk^« ^ 

so daB bei v^rschiedenen ^^-^^^^^^^^t^s^-E'^r. 
schiedene Monuigehmen oder k W^^^^ 
der besu^henden MonugeUme ertorderto ^ 

Der Erfindung lieg. dah^ JVA^isJ^^Xdes Ad- 

male des Anspruchs 1 8fr',;°"^„ Anspriicben be^ 
men der Erfindung sind in den weiteren Ansp ^ 

"trerfindungsgem^Ben Halbldv—^^^ w«s«. 

die Pads eine N.ckcl^l^^^-^^^^^ 
schichi isi sowohl loilahig auch w j^^g^en 
die bcidcn cnisprechcndcn Ancn J™^^ p^^iber 50 

onsneigung hau so daB ^^l*".^' ^xSluTb S^^^^ 
und daher direki auf das biliciuraoxid autgeoracn 

""GemaB einer vorurilhaficn Ausfuhrungsfonn der 

bcsiehl. Miuels eincr dcramgcn ^ccls^J'Ch m 
rosion des Nickels zuverlassig ver- 



ist die Siliciumoxidscbicht 2 ^//'-'^'^^^^^ 
.ungsbereicben awase^^^^^^^^^ ein. 
SiUeiumowdschicht 2 «i fine ini igchicht 4 

Didce von 04 bis aus 
isi wiederum von J^^'l'^ te 0 3 am,bcdcckL 
Palladium mit eincrDickc von O'JJ b« 

oxidschicht 2 von ""^.^"^^rfi^en (Chemical Vapor 
uberdeckt, welche imtiels CVD-venanrcn v 
Deposition) auf gebrachi wird. HersteUung des 

5iese gesamte A°°^<^"°f,,^tb^US^iS,! 7 iiber<tecla. 



Bezugszeichenliste 

1 Basisschicht aus Silicium 

2 Siliciumoxid 

3 Pad 

4 Nickelschicht 
SDeckschichl 

6 Siliciumoxidschicht 

7 SchutzschichL 

Patentanspriiche 

nss— ^^^^ 

ken^SSnew daB die ^"S^^f rJ?^^^ 
dationsverhindemden Decksctachi (5) aus leiaan g 

Metall bedecki ist. i nrier " da- 

Gold besteht und eine Dicke von "'^ "^^^^^CTda- 

nerPaUadiumschichiiruiO,05 b, 0 3 ^mu^^ 
ner daruber angeordneifin Ooldschicm m« 

lOO nm Dicke bestsbt. 
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